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図1 シミュレーション像（理論結果）

図2 シミュレーション像（測定パラメータ考慮）
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写真1 CIGS薄膜太陽電池の断面TEM像 写真2 ヘテロ接合部のHAADF-STEM像
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概要

Csコレクタ付STEM装置を用いてCdS/CIGSヘテロ接合界面を直接観察しました。
TEM像・高分解能HAADF-STEM像および第一原理計算を用いたシミュレーションから、CIGSとCdSがヘ
テロエピタキシャル接合している様子が確認されました。
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超高分解能STEMによるCdS/CIGS接合界面高抵抗層の結晶構造評価

測定法 ：TEM
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：構造評価・形状評価
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